1. W gatezi obwodu elektrycznego jak na rysunku ponizej wartos$¢ napiecia Ux wynosi:
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A. 10V
B.5,7V
C.-5,7V
D.2,5V

2. Zasilacz dotaczony jest do akumulatora 12 V i pobiera z niego prad o natezeniu 1 A. Do
zasilacza dotgczone sg dwie diody LED potgczone szeregowo. Przez diody przeptywa prad o
natezeniu rownym 1 A. Na diodach zmierzono spadki napie¢, wynoszace odpowiednio
Uie01=1,2 V; Uepo=1,8 V. Sprawnos¢ zasilacza wynosi:

A. 100 %
B.25%
C.12%
D.3%

3. W ukfadzie jak na rysunku ponizej zastosowano tranzystor bipolarny o wartosci
wspotczynnika wzmocnienia pradowego rownej 100. Obwdd wejsciowy tego tranzystora
wysterowano napieciem Uge o takiej wartosci, ze ustalit sie prad bazy tranzystora réwny
2 mA. W tych warunkach napiecie Ux wynosi (prady zerowe tranzystora zaniedbad):

Ux H 30 0
SmA - +
———{_ p=100 =12V
Use
A.12V
B.11,8V
C.6V

D. nie mozna obliczy¢ z podanych danych



4. Pojemnos$¢ rowng 10 uF mozna uzyskac:

A. taczac szeregowo 10 kondensatorow o pojemnosci 1 UF kazdy

B. taczac rownolegle 10 kondensatoréw o pojemnosci 1000 nF kazdy
C. tgczac szeregowo 2 kondensatory o pojemnosci 20 pF kazdy

D. taczgc rownolegle 2 kondensatory o pojemnosci 2000 nF kazdy

W uktadzie logicznym jak ponizej:
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Z®

A. zmienna Z decyduje o stanie logicznym w wezle K

B. dla zmiennych X=1, Y=0, Z=0, stan wyjscia P=0

C. dla zmiennych X=Y=Z=1, stan logiczny w wezZle K=0, a w wezle L=1
D. dla zmiennych Y=0, Z=1 stan logiczny w wezle L=0

Prawda jest, ze:

A. 10000gy : 2pec = 8Hex
B. AAyex < FFuex

C. 9hex > Opec

D. 111gn > 111pec

Konstruktor projektuje obwdd podgrzewania grubowarstwowego czujnika gazu. Do
dyspozycji ma miniaturowy stos ogniw litowo-polimerowych o rezystancji wewnetrznej
rownej 1,2 Q. Do tego stosu ogniw podtgczona jest bezposrednio grzatka czujnika
(rezystancje potaczen pomingc). Aby w grzatce tego czujnika wydzielita sie maksymalna moc
to powinna by¢ ona wykonana w taki sposéb, aby miata rezystancje réwna:

A.0,6Q

B.1,2Q

C.3Q

D. nie mozna okresli¢, bo nieznane jest sumaryczne napiecie stosu ogniw zasilajgcych



8.

10.

11.

12.

13.

Do pomiaru temperatury w pomieszczeniu zastosowano scalony czujnik temperatury.
Napiecie wyjsciowe z tego czujnika proporcjonalne jest do zmian temperatury ze
wspotczynnikiem 10 mV/K. W temperaturze 19°C napiecie wyjSciowe czujnika wynosito
1,980 V. W temperaturze 25°C napiecie wyjsciowe tego czujnika bedzie wynosito:

A. 2,580V

B. 2040 mV

C. 1,986V

D. 2500 mV

Promien swiatta lasera o wyjsciowej mocy optycznej réwnej 10 mW oswietla fotodetektor
plamka o powierzchni 1 mm? . W tej sytuacji gesto$¢ mocy dostarczanej do o$wietlonej
laserem powierzchni fotodetektora wynosi:

A.1W/m?

B. 10 kW/m?

C.1 mwW/m?

D.0,1 W/m?

Prawdg jest, ze energia fotonu promieniowania swietlnego o dtugosci fali 320 nm:

A. jest mniejsza w pordwnaniu do energii fotonu promieniowania o dtugosci fali 640 nm
B. jest wieksza w poréwnaniu do energii fotonu promieniowania o dtugosci fali 640 nm
C. jest zalezna od optycznej mocy wyjsciowej zrodta tego promieniowania

D. jest silnie ttumiona w $wiattowodzie kwarcowym

Z ponizszych zaznacz jednostki energii:
A. kWh

B. eV

C.ml

D. Ah

Ktére z ponizszych zjawisk znajduje zastosowanie w $wiattowodach:
A. efekt fotoelektryczny wewnetrzny

B. catkowite wewnetrzne odbicie

C. efekt fotoelektryczny zewnetrzny

D. interferencja konstruktywna

Rozpatrujemy ptaski kondensator dyskowy umieszczony w prézni. Jak zmieni sie pojemnosc
tego kondensatora, gdy promien jego oktadek wzrosnie 2-krotnie, a odlegto$¢ miedzy tymi
oktadkami wzros$nie 4-krotnie?

A. wzrosnie 8-krotnie

B. nie ulegnie zmianie

C. zmaleje 2-krotnie

D. zmaleje 4-krotnie



14. Impedancja zastepcza ponizszego uktadu (miedzy zaciskami A B), dla czestotliwosci 1 kHz

WYhnosi:
100 Q
1
Ae l I
10 mH
Be
A.20:(5+ i) Q

B. 10-(10 + 1i) Q
C. 10i-(2m - 10i) O
D. 10%(100 + 107%) Q

15. W ponizszym uktadzie wzmacniacza transimpedancyjnego maksymalne napiecie wyjsciowe
moze wynosi¢ 15 V. Napiecie wyjsciowe jest w tym uktadzie iloczynem pradu fotodiody i
rezystancji R1 w obwodzie sprzezenia zwrotnego. W zadanych warunkach pracy fotodiody
maksymalna wartos¢ |_PHOTO wynosi 50 pA. Jakg maksymalng warto$é rezystancji R1 mozna
zastosowac w uktadzie:

1_PHOTO

FOTODIODA

oY

U_WyJ

GND GND GND

A. 300 kQ
B. 0,3 MQ
C. 750 kQ
D. 50 MQ

16. Prawdg jest, ze wraz ze wzrostem temperatury rezystancja:
A. metalu — maleje, pétprzewodnika — maleje
B. metalu — rosnie, pétprzewodnika — rosnie
C. metalu — maleje, pétprzewodnika — rosnie
D. metalu — rosnie, pétprzewodnika — maleje
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Objetos¢ komory reakcyjnej mikroreaktora fluidycznego o wymiarach (szer.xwys.xdt.):
100 pm x 3 mm x 1 m wynosi:

A. 300 pl

B.0,3 ml

C.300 nm®

D.30-10° m’?

Prawda jest, ze wartos¢ indukcyjnos¢ cewki powietrznej proporcjonalna jest do:
A. rezystancji przewodnika, z ktérego wykonane sg zwoje tej cewki

B. wartosci napiecia zasilajgcego te cewke

C. natezenia pradu przeptywajacego przez te cewke

D. kwadratu liczby zwojow tej cewki

Silnik napedowy robota zasilany jest za posrednictwem zasilacza impulsowego z zestawu
akumulatoréw Ni-MH. Sprawnosci zasilacza wynosi 50%. Zasilacz dostarcza do silnika
napiecie réwne 24 V. Pobdr pradu przez ten silnik wynosi 0,5 A. lle wynosi natezenie pradu
pobieranego przez zasilacz z zestawu akumulatoréw Ni-MH:

A.0,5A

B.1A

C.2A

D. nie mozna obliczy¢ z tych danych

Do uktadu jak ponizej doprowadzono napiecie Uye owartosci 1 V. W tej sytuacji moc
wydzielajaca sie w rezystorze R; = 10 Q wynosi 250 mW. W zwigzku z powyzszym wartosc
rezystancji R, wynosi:

D
b 1
R;
R
2
Uny
O —.r O
A. 190 Q
B.30Q
C.1Q

D. nie mozna obliczy¢ z tych danych



21.

22.

W  lampie oSwietleniowej zainstalowano trzy szeregowo potaczone  diody
elektroluminescencyjne LED. Do zasilania tego zestawu diod zastosowano przetwornice
napiecia. Z uwagi na sprawnos$¢ tej przetwornicy, moc 2 W tracona jest w niej na ciepto.
Natezenie pragdu pobieranego przez te przetwornice z zasilacza o napieciu wyjsciowym 6 V
wynosi 2 A. lle wynosi natezenie pradu przeptywajacego przez diody, jezeli wystepujg na nich
nastepujace spadki napiecia: U;gp1=3,5 V; Uepr=2,5 V; Uepz=4 V.

A.1,4A

B.1A

C.1,2A

D. nie mozna obliczy¢ z tych danych

W ponizszym ukfadzie cyfrowym wadliwie dziatajg bramki:

1
AND
0
p NAND : HOR
EX-OR L !
0
0
1
A. EX-OR
B. AND
C.NOR

D. NAND



